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[研究背景] 我々は表面活性化ボンディング（SAB）法を用いて、タンデム太陽電池を作製してい

る[1]。SAB 法では、試料表面を活性化するために高速 Ar ビーム（FAB）が用いられる。しかし、

FAB 照射は結晶構造にダメージを及ぼすこと[2] 、電気特性にも影響を与え、その影響はその後の

熱処理温度に敏感であることがわかっている[3]。また、SAB 法を用いた n-Si/n-GaAs 接合の界面抵

抗は常温接合よりも加熱した状態での接合の方が小さくなることが報告されている[4]。 

本研究では基板を 200℃に加熱した状態での照射(加熱照射)と常温照射において照射による電

気特性への影響の違いを評価した。 

[実験] キャリア濃度 3.9×1016 cm-3の n-Si (100)基板を用いた。まず、基板の自然酸化膜を BHF

で除去後、裏面に Ti (100 nm) /Au (100 nm) 蒸着し、オーミック電極を作製した。次に、表面を FAB

で照射した。照射時の基板温度は室温と 200℃の二水準とし、FAB 照射の加速電圧は 1.5, 1.8 kV

とした。その後、照射した表面に Au (100 nm) 蒸着することで、ショットキー電極を作製し、ダ

イオードの電流—電圧（I-V）特性を室温で測定した。 

[結果と考察] 加速電圧 1.5 kVで照射したダイオードの I-V特性を Fig. 1.に示す。照射により逆方

向電流が大きく増加していることがわかる。I-V特性の-1 V における逆方向電流と順方向の解析か

ら障壁高さを求めた(Fig. 2,3.)。加熱照射、常温照射ともに逆方向電流は増加し、障壁高さは減少

した。また、加熱照射は常温照射に比べ、逆方向電流は大きく、障壁高さが小さくなった。これ

らのことから n-Si 基板に対する FAB による電気特性への影響は加熱照射の方が常温照射より大

きいことがわかる。 
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